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1. Цели самостоятельной работы студентов

Целями самостоятельной работы студентов являются:

·  закрепление, углубление и проверка теоретических и практических знаний, навыков у студентов, полученных на лекциях, а также при изучении рекомендуемой литературы;

·  развитие у студентов творческого мышления и способности принимать правильное решение в конкретной проектно-производственной ситуации;

·  выработка у студентов потребности в постоянном обогащении своих знаний и умения правильно ориентироваться в различных ситуациях по проектированию и производству новых изделий;

·  способствование формированию деловых качеств специалиста и руководителя производства.
2. Объем самостоятельной работы

Объем самостоятельной работы регламентируется учебным планом подготовки и рабочей программой дисциплины. На основе исследований эффективности самостоятельной работы студентов было установлено, что оптимальный объем самостоятельной работы составляет 50% от общей трудоемкости дисциплины. Этот критерий положен в основу объема самостоятельной работы учебного плана подготовки.
3. Содержание самостоятельной работы

Основными формами самостоятельной работы студентов являются:

· Повторение лекционного материала и самостоятельное изучение разделов дисциплины с контролем усвоения по контрольным вопросам;

· Подготовка к текущим лабораторным работам для получения допуска по теоретической части;
· Подготовка к практически занятиям;
· Подбор библиографических источников по заданной теме и их анализ (с обязательным использованием сети INTERNET);

· Решение домашних заданий по практическим занятиям и курсовым проектам (работам).


Уровень освоения материала должен осуществляться в процессе текущего контроля два раза в семестр: на десятой и шестнадцатой неделях семестра. Основная форма контроля - самоконтроль усвоения материала по фонду контрольных вопросов кафедры.

Контрольный материал  по  дисциплине  должен  содержать  не  менее  30  заданий,  минимум  по  четырем  разделам дисциплины.

Критерии освоения каждого раздела дисциплины: 60-70% выполненных заданий от общего числа заданий по разделу.

При проведении самостоятельной работы следует использовать литературу, приведенную в рабочей программе дисциплины.
	№

п/п
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоемкость

(в академических часах)
	Методические материалы



	Очная форма обучения

	3 семестр

	1
	Подготовка к лабораторным работам
	15
	[1-2] (см. п. 5.1)

[1-3] (см. п. 5.2)



	2
	Подготовка к практическим (семинарским) занятиям
	15
	[1-2] (см. п. 5.1)

	3
	Самостоятельное изучение материалов по индивидуальному заданию преподавателя
	16
	[1-3] (см. п. 5.2)

	4
	Изучение материалов библиографических источников и периодических изданий
	16
	[1-2] (см. п. 5.1)

	5
	Подготовка к промежуточной аттестации и её прохождение
	17,75
	[1-3] (см. п. 5.2)

	
	Итого
	79,75
	

	4 семестр

	1
	Подготовка к практическим (семинарским) занятиям
	27
	[1-2] (см. п. 5.1)

	2
	Самостоятельное изучение материалов по индивидуальному заданию преподавателя
	27
	[1-3] (см. п. 5.2)

	3
	Изучение материалов библиографических источников и периодических изданий
	28
	[1-2] (см. п. 5.1)

	4
	Подготовка к промежуточной аттестации и её прохождение
	27,75
	[1-3] (см. п. 5.2)

	
	Итого
	109,75
	

	
	Всего
	189,5
	


4.  Контроль самостоятельной работы

Уровень освоения материала должен осуществляться в процессе текущего контроля два раза в семестр: на десятой и шестнадцатой неделях семестра. Основная форма контроля - самоконтроль усвоения материала по фонду контрольных вопросов кафедры.

Контрольный материал  по  дисциплине  должен  содержать  не  менее  30  заданий,  минимум  по  четырем  дидактическим единицам.

Критерии освоения каждого раздела дисциплины: 60-70% выполненных заданий от общего числа разделов (от 2 до 4 заданий при количестве заданий в разделе соответственно от 3 до 7).

Текущий контроль знаний студентов, контроль самостоятельной работы студентов и промежуточные аттестации проводится с использованием тестовых вопросов. Образцы тестовых вопросов приведены в таблице.

	№ п/п
	Тестовое задание
	Варианты ответов
	Ответ

	1
	Что означает термин "зона проводимости"?
	1) Разрешенная зона энергетических уровней, расположенная перед верхней зоной

2) Температурный рабочий интервал, в котором проводимость полупроводника максимальна

3) Верхняя разрешенная зона энергетических уровней

4) Разрешенная зона энергетических уровней, в которой электрон имеет максимальную проводимость
	3

	2
	Дайте определение собственного полупроводника
	1) Беспримесный полупроводник без дефектов кристаллической структуры

2) Состояние полупроводника, в которое он переходит при температуре точки Кюри

3) Чистый полупроводник

4) Полупроводник, с нарушенной кристаллической структурой
	1

	3
	Растет температура примесного n – полупроводника. Куда смещается уровень Ферми?
	1) К уровню Ферми примесного p–полупроводника

2) К дну зоны проводимости

3) К потолку валентной зоны

4) К уровню Ферми собственного полупроводника
	4

	4
	Почему наступает насыщение дрейфовой скорости в полупровод​нике?
	1) Концентрация свободных носителей заряда становится равной концентрации примеси

2) Увеличивается число столкновений, испытываемых носителем заряда с узлами и дефектами решетки,  за единицу времени

3) Начинает преобладать диффузионная составляющая скорости

4) Дрейфовая скорость носителей заряда становится равной скорости теплового движения
	2

	5
	Почему изменяется значение потенциального барьера р-n перехода с ростом температуры?
	1) Возрастает количество основных носителей заряда

2) Появляется больше ионизованных атомов примеси

3) Усиливаются тепловые колебания кристаллической решетки

4) Возрастает количество неосновных носителей заряда
	4

	6
	Укажите причины возникновения в базе диода электрического поля при больших уровнях инжекции
	1) Градиент концентрации неосновных носителей заряда

2) Большая величина диффузионного тока 

3) Большая величина дрейфового тока

4) Перепад концентрации основных носителей заряда
	4

	7
	Какой физический процесс происходит в транзисторе при пробое его коллекторного перехода в схеме с общим эмиттером?
	1) Ионизация атомов примеси в запорном слое перехода

2) Модуляция ширины базы

3) Лавинное умножение носителей заряда в коллекторном переходе

4) Туннельный переход неосновных носителей в область базы
	3

	8
	В каких случаях используются h–параметры транзистора?
	1) При оценке свойств транзистора в области высоких частот

2) При экспериментальном определении значений параметров

3) При определении параметров физической эквивалентной схемы транзистора

4) При оценке свойств транзистора в области сверхвысоких частот
	2

	9
	Укажите основные преимущества полевого транзистора с барьером Шотки 
	1) Высокие экономичность и радиационная стойкость

2) Высокое быстродействие и малые паразитные емкости

3) Более высокая максимальная рабочая температура

4) Более высокое управляющее напряжение на затворе
	2

	10
	Укажите назначение дифференциального усилительного каскада.
	1) Дифференцирование входного сигнала

2) Раздельное усиление сигналов на входах с последующим определением их разности

3) Усиление разности входных сигналов

4) Усиление разности и суммы входных сигналов
	3


Образцы контрольных вопросов для аттестации в третьем семестре (экзамен):

1. Роль электроники в современной науке и технике.

2. Методы описания электрофизических характеристик полупроводников.

3. Высота и ширина потенциального барьера р-п перехода в равновесном состоянии.

4. Вольтамперная характеристика идеализированного полупроводникового диода.

5. Принцип работы полупроводникового стабилитрона.

6. Влияние внешних условий на характеристики полупроводниковых диодов

7. Основные схемы включения и режимы работы биполярного транзистора.

8. Частотная зависимость коэффициента передачи тока биполярного транзистора в схеме с общей базой

9. Способы улучшения частотных свойств биполярных транзисторов.

10. Переходные процессы в биполярном транзисторе в схеме с общим эмиттером при скачке входного тока. 

11. Статический режим ключевой схемы на биполярном транзисторе.

12. Эквивалентная физическая схема биполярного транзистора.

13. Вольтамперная характеристика полевого транзистора с управляющим р-п переходом в схеме с общим истоком.

14. Физические параметры МДП-транзисторов.

15. Излучательная рекомбинация и генерация носителей заряда в полупроводнике под действием излучения.

16. Схемы включения и режимы работы полупроводникового фотодиода.

17. Схемы включения и режимы работы полупроводникового фототранзистора.

18. Принцип работы диода Ганна.

19. Основные особенности биполярных транзисторов при работе на сверхвысоких частотах. 

20. Основные особенности полевых транзисторов при работе на сверхвысоких частотах.

Образцы контрольных вопросов для аттестации в четвертом семестре (дифф. зачет):

1.  Особенности конструкции биполярных n-р-n-транзисторов в интегральных микросхемах 

2. Особенности конструкции МДП-транзисторов в интегральных микросхемах

3. Усилительные каскады интегральных микросхем.

4. Усилительный дифференциальный каскад в интегральных микросхемах.

5. Схемы источников стабильного тока.

6. Структурная схема и параметры операционного усилителя.

7. Основные схемы включения операционного усилителя.

8. Основные параметры и характеристики базового элемента ТТЛ-логики.

9. Основные параметры и характеристики базового элемента ЭСЛ-логики

10. Основные параметры и характеристики базового элемента интегральной инжекционной логики.

11. Базовые логические элементы на МДП-транзисторах.

12. Принципы электростатического управления электронным потоком в вакуумной электронике.

13. Особенности мощных электронных ламп.

14. Принцип функционирования и основные характеристики электронно-лучевых трубок.

15. Особенности функционирования электронных приборов сверхвысокуих частот.

16. Принцип действия двухрезонаторного пролетного клистрона.

17. Принцип действия лампы бегущей волны.

18. Принцип действия квантового парамагнитного усилителя.

19. Основные виды оптических квантовых генераторов.

20. Квантовые стандарты частоты.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

5.1 Основная литература

1. Гальперин, М. В. Электротехника и электроника : учебник для сред. проф. образования / М. В. Гальперин .— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007 .— 480с. : ил. — (Профессиональное образование) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-91134-091-7 ((ФОРУМ)) : 200,00 .— ISBN 5-16-002837-4 ((Инфра-М)) .

2. Лачин, В. И. Электроника : учеб.пособие для вузов / В.И.Лачин,Н.С.Савелов .— 6-е изд.,перераб.и доп. — Ростов-н/Д : Феникс, 2007 .— 703с. : ил. — (Высшее образование).— Библиогр.в конце кн. — ISBN 978-5-22-11812-2 ((В пер.)) : 315.00.

5.2 Дополнительная литература

3. Джонс, М.Х. Электроника-практический курс : учеб.пособие / М.Х.Джонс;пер.с англ.:Е.В.Воронова,А.Л.Ларина .— 2-е изд.,испр. — М. : Техносфера, 2006 .— 512с. : ил. — (Мир электроники) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-94836-086-5 /в пер./ : 375.00.
4. Кучумов, А.И. Электроника и схемотехника : учеб.пособие / А.И.Кучумов .— 2-е изд.,перераб.и доп. — М. : Гелиос АРВ, 2004 .— 336с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-85438-099-4 /в пер./ : 88.00.
5. Терехов, В.А. Задачник по электронным приборам : Учеб.пособие для вузов / В.А.Терехов .— 3-е изд.,перераб.и доп. — СПб.и др. : Лань, 2003 .— 280с. : ил. — (Учебники для вузов.Спец.лит.) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-8114-0503-0 : 47.96.
5.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. https://tsutula.bibliotech.ru/ - Электронный читальный зал “БИБЛИОТЕХ” : учебники авторов ТулГУ по всем дисциплинам. Режим доступа: по паролю.- Загл. С экрана 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRBooks универсальная базовая коллекция изданий. Режим доступа: по паролю.- Загл. с экрана

3. http://elibrary.ru/ - Научная Электронная Библиотека  eLibrary – библиотека электронной периодики. Режим доступа: по паролю.- Загл. с экрана.

4. http://cyberleninka.ru/ - НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа. Режим доступа: свободный.- Загл. с экрана.

5. http: //window.edu.ru. - Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: - Загл. с экрана.
5.4 Перечень необходимого ежегодно обновляемого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Графическая система АСКОН Kompas Lite

2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2010

3. Операционная система Microsoft Windows 7
5.5 Перечень необходимых современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы не требуются.
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